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ルチル型 TiO2-VO2 系ではスピノーダル分解が起きる。相分解は[001]方向に生じ、その結果

Ti-rich 相と V-rich 相がナノスケールで交互に積層したラメラ構造が形成される[1,2]。近年ではこ

のような相分離をエピタキシャル配向膜で実現する取り組みもなされており、これまでに(001), 

(101),(100)配向膜におけるスピノーダル分解が示されている[3,4]。しかしながら報告例は少なく、

また、配向方向の違いによりスピノーダル分解の進行が異なることを示唆する様子も観測されて

いる。エピタキシャル成長膜の配向の違いがスピノーダル分解の進行に与える影響を調べること

は、この系のスピノーダル分解を理解し、また、再現良く相分離膜を得るための有益な情報とな

る。そこで本研究では、TiO2-VO2系において、配向の異なる膜を作製し、スピノーダル分解の進

行の違いを調査した。 

実験では Ti0.4V0.6O2 膜を、KrF エキシマレーザーを用いたパルスレーザー堆積法により

Al2O3(10-10)(11-20)(0001)基板上に作製した。成膜の際には、膜の結晶性をあげるために、TiO2バ

ッファー層を用いている。成膜温度は、TiO2バッファー層は 750 °C、(Ti,V)O2膜は 600°Cである。

酸素分圧は、いずれの場合も 0.7 mTorr とした。膜厚測定より TiO2 バッファーは 40 nm、膜は

200-500 nmであった。XRD測定より、作製した膜は(001)(101)(001)配向した固溶体単一相である

ことを確認した。また X線φスキャンから、これらの膜は基板上にエピタキシャル成長している

ことがわかった。得られた膜を 400°Cで 100時間以上アニールした後に XRD測定を行うと、(001)

と（101）配向膜ではスピノーダル分解が進行するのに対して、(100)膜では固溶体のまま変化が見

られなかった。膜の配向が変わるとスピノーダル分解の進行度に違いが生じることがわかった。

固溶体膜の格子定数を正方晶として求めると、c 軸長の値が(100)配向膜ではバルクよりも長くな

っていた。また、c/aの値は、(100)配向膜では他の 2つの膜よりも大きく、加えて、固溶体が取り

うる範囲から外れていた。(100)配向膜では大きな格子変形がスピノーダル分解の進行を抑制して

いると思われる。 
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